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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
厚さを書く
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
１０００倍であることを言う
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
かけた電圧表示


hEFEE ST EER @ JL KLINAC




2MQ

Cathode
(1°B-GEM)

T8y
GEM

or
100pm
GEM

(DN-PTFE-GEM X 1
@R-PTFE-GEM X 1

J BEHRM @100umGEI\/I X 1
Read Out e
0.8mmEYFDX-YAR )T l @SOHmGEM X 2
] =g N 4 .
AR Ar:C0,=(70:30) &% FNFNTELEO.5mmAPinhole

ZEN, LB D REREZLEERLT:

D~BDtyr7 v



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
写真を入れる
ピンホールの位置を言う
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
%表示をやめる
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
N-PTFEと100umとでは約2.5σの開きがあるが、ピークの位置がstripの間にあることが原因であると思われる


T— I EDRRF
B KAP T FHRELDEZEFIFEFEDGEMIZKYIREEL =

ARV —BE M ot=stripe I EL T, M Dstrip THOANUZEE
LT 3strip AZE—VDRIEZRIA THELT:

JLEHED AR MUELN-PTFEN—F DGO EFEELA B -1

F—IL{HED-
EIXFIZEUVEELY
\Sg,ij ;“0 —4—50um2#%

“ —4—50um2#%
| —8—N-PTFE
— 100um |
W & ~8—N-PTFE




FEH

MEIZKVENBI LTS DECALL

R-PTFELY EN-PTFEM BAEDF-GEMD AN E M D1
{.GainZMhECIENEFD

BL. if*if*ﬁf(E,’ESJEEIBTJ:'BIZE&EE%?L’CL\?b\fJ
SR AR AR

N-PTFE-GEMZHEB T HEMBEMNZL. FA 1AM o1

RIS LT HEDIIN L 50 TLDAE S
(j:;;hab\b:é)nﬁ’] %)M‘g %)




HNY



Back Up


プレゼンター
プレゼンテーションのノート
冷中性子とは、5meV（ミリ電子ボルト）以下のエネルギー（波長では４オングストローム以上）の中性子
熱中性子は数十meV～数百meVのエネルギー



M E

EENSNH—EEERYBL. HED
BEQHE MU, TDESDREY(E

~NEUV S, TDEF- 250mv€—¢_z
LTS

ot
&+
N}

A A2—T
PadMoL D15
-250mV &4 PadM o DIES (EE)
4
Ch1  500mVv <

M 20.0Ms " A

W-+~.0.00000s

_‘. 1. Lot =P 2 _ s
k- Jjﬁ%ﬁ ﬁBEI AO—27 LA L £
Tyis

a2 -250mY -l A7



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
信号と放電の大きさは見える範囲もしくは最低２５倍から１００倍ぐらい違う
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